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	1  特性
	2  质量等级及执行标准
	3  最大额定值
	4  主要电特性

	表2  主要电特性
	BVDSS
	VGS=0V，ID=-0.25mA
	—
	-2.0
	—
	-4.0
	—
	—
	290
	IDSS
	—
	—
	25
	IGSSF
	—
	—
	-100
	IGSSR
	—
	—
	100
	td(ON)
	—
	25
	—
	tr
	td(OFF)
	tf
	Qg
	Qgs
	Qgd
	CISS
	—
	—
	5  特性曲线
	图5 VGS-Qg特性曲线                           图6 安全工作区曲线


